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Отсутствие простого закона (экспоненциального или логарифмиче-
ского) спада AUk в темноте (рисунок, а) связано, по-видимому, с тер-
мическим освобождением локализованного заряда одновременно с не-
скольких уровней. Свет с X— 1400 нм вызывает на участке медленной
темповой релаксации AUk ускоренный спад последнего, происходящий
в начальной стадии по экспоненциальному закону (рисунок, г). Это
указывает на отсутствие повторных захватов электронов на уровень
0,89 эв в начальной стадии световой релаксации AUk. Согласно опи-
санным выше механизмам 1 и 2, такое поведение можно ожидать при
достаточно больших АUh и подходящей интенсивности света, обеспечи-
вающих малую концентрацию свободных электронов на поверхности
кристалла.

В заключение авторы выражают сердечную благодарность Ю. Ви-
щакасу и его сотрудникам за обсуждение результатов работы и
Я. Кирсу за полезные замечания.
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В работах [!-4 ] развивается теория вибронных фазовых переходов
типа смещения, вызванных смешиванием двух электронных зон «мяг-
кой» оптической ветвью колебаний. Такая модель позволяет, по-види-
мому, понять микроскопические причины сегнетоэлектрических фазовых
переходов и объясняет их основные свойства. В системах с переходами
типа порядок-беспорядок положение, вероятно, аналогичное, только
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смешиваемые состояния имеют колебательную природу. Например, в
КН2РО4 фазовый переход возникает благодаря смешиванию туннель-
ной протонной моды с оптическими колебаниями К-РO 4 [s ]. Общие
формулы теории [s ] топологически напоминают полученные в [ l—4 ].

В настоящем сообщении рассчитана теплоемкость активной части
колебательной подсистемы в нашей модели [ l-4 ]. Оказывается, что она
имеет обычное для фазовых переходов второго рода поведение.

Свободная энергия, связанная с активным в фазовом переходе коле-
банием у при равновесной конфигурации ионов, определяется форму-
лой [*]

(1)

Ради простоты используется вариант теории, в котором дисперсией
электронных зон пренебрегается, однако несимметричное искажение
решетки уо{Т) все равно отвечает только предельным колебаниям актив-
ной ветви. В (1) величина аз является высокотемпературным пределом
частоты активного колебания; А энергетическая щель между зонами;
V константа межзонного электрон-фононного взаимодействия; N
порядка числа элементарных ячеек кристалла; Fo часть свободной
энергии, пассивная в фазовом переходе. Согласно [‘]

(2)

л числа заполнения электронных зон равны

(3)

/ 52/7 \
Теплоемкость Cp =

— рассчитанная на основании (1)

для высокосимметричной (z/ 0 =0) и низкосимметричной (у O фО) фаз
дР

с учетом —— =O, соответственно равна

(4)

(5)
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Рис. 1. Теплоемкость Ср в ' н
Ср о как функция темпера-

туры.

Рис. 2. Зависимость скач-
ка теплоемкостиДДрСр от

а.

Температурное поведение С®’ н —С р0 иллюстрируется рис. 1, отве-
чающим определенным значениям параметров (использованных также,
в f 1 В точке Кюри, определяемой соотношением [ 1 ],

где

характеристический параметр теории, теплоемкость испытывает ска-
чок. Величина скачка равна

АС р
= Сн С® = 32Nka (Arcth a) 3 a _|_ q—Arcth —4

X [ 1 4a Arcth a ( eiArcth a + e-Arcth a)-2]-i. (8)
Фазовый переход может иметь место только при Если

или то АСр->O, а температура Кюри равна нулю и бесконеч-
ности соответственно. Можно убедиться, что А Ср > 0.

Зависимость АСр от параметра теории а показана на рис. 2. Таким
образом, измерение скачка теплоемкости позволяет определить значе-
ние а, а используя значение Тс из (6), можно найти’также А. По по-
рядку величины для типичных сегнетоэлектриков АС Р <—l — lO
кал/моль • град [ 6 ], чему грубо соответствуют значения а в интервале
от 1,1 до 20. При температуре Кюри порядка 400° К сх <= 1,2 соответ-
ствует щель А'—'0,2 эв. Интересно, что вследствие зеемановского рас-
щепления щель А должна зависеть от внешнего магнитного поля, т. е,
можно ожидать понижения температуры Кюри в достаточно сильных
магнитных полях.
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	Рис. 1. Затухание зеленого краевого излучения (/), фотопроводимости (2) и световой суммы оптической вспышки (5) при 1Т К для кристалла 233: Ус т > пст стационарные значения краевою излучения и фотопроводимости соответственно.
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	Рис. 5. Зависимость ИК тушения фотопроводимости (Aer =о оик 1 от температуры для кристалла 233.
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	Illustrations
	Рис. 1. Спектры свечения фосфоров ZnS-Cu с содержанием активатора меди 1 • Ю-4 г/г (У) и2- 10~4 г/г (2) при температуре 105 (а) и 293° К (б).
	Риа 2. Зависимость коэффициента ИК тушения зеленой (У) и синей (2) полос свечения, фотопроводимости (5) и стационарной стимуляции красной полосы (4) свечения от энергии кванта длинноволновой подсветки для фосфора ZnS-Cu (1- 10-4 г/г). Температура измерения 293 (а) и 105°К (б).
	Рис. 3. Зависимость коэффициента ИК тушения зеленой (У) и синей (2) полос свечения, фотопроводимости (3) и стационарной стимуляции красной полосы (4) свечения от энергии кванта длинноволновой подсветки для фосфора ZnS-Cu (2- 10~4 г/г). Температура измерения 293 (а) и 105°К {б).
	Рис. 4. Спектры воздействия ИК света на а) зеленую (2), синюю (/, 4) и красную {3, 5) полосы свечения фосфора ZnS-Cu (2-10“4 г/г) и б) зеленую (/), синюю (2) и красную (3) полосы свечения фосфора ZnS-Cu (1-10-4 г/г) при температуре 105° К. Спектры I, 2 и 3 фосфора ZnS-Cu (2 • IСМ г/г) измерены при 10-кратном, а кривые 4 и 5 при 40-кратном увеличении интенсивности возбуждающего света по сравнению с остальными измерениями в настоящей работе.
	Рис. 5. Зависимость коэффициента ИК тушения от температуры преобладающих полос свечения фосфоров ZnS-Cu (1 • 10~4 г/г) 1 и 2 и ZnS-Cu (2 • 10”4 г/г) 3 и 4. Кривые 2 и 3 показывают эффекты, вызванные длинноволновым светом из области 0.96 эв, а кривые I к 4 из области 1,50 эв.
	Рис. 6. Схема расположения энергетических уровней в запрещенной зоне. Основные уровни центра зеленого и синего свечения обозначены соответственно буквами 3 и С, а уровни центров тушения буквой Т. Использованы следующие обозначения; N— и АИ- концентрация свободных электронов и дырок; а3 и ас скорость ионизации центров свечения; n.j ипс концентрация ионизированных центров свечения; Л’т и лт общая концентрация центров захвата и захваченных на них электронов; р3, и бт коэффициенты рекомбинации; шнк«з скорость освобождения дырок ИК светом (юик пропорциональная интенсивность ИК света); wc и wT вероятность термического освобождения дырок и электронов; бт вероятность захвата электронов на центры захвата.
	Рис. 1. Затухание зеленого краевого излучения (/), фотопроводимости (2) и световой суммы оптической вспышки (5) при 1Т К для кристалла 233: Ус т > пст стационарные значения краевою излучения и фотопроводимости соответственно.
	Рис. 2. Нарастание фотопроводимости 0Оты (I) и светосуммы оптической вспышки 50Тн (II) при слабом возбуждении при 77° К: Т' 5' кривые затухания фотопроводимости после возбуждения до точек 1 5 соответственно (кривые смещены по оси t на отрезки, обозначенные пунктиром).
	Рнс. 3. Зависимость фотопроводимости Оотв (Iа, б), зеленого краевого излучения /отв (2а, б) и светосуммы оптической вспышки 50тв (За) от интенсивности возбуждающего света (LOTH) при 77° К для кристаллов 233 Iа, 2а, За и 2П9 16, 26.
	Рис. ,4. Релаксация фотопроводимости при одновременном облучении ИК светом (/, Г) и без ИК света (2, 2'\ 3, 3') для кристалла 233 при 77° К: Кривые 3. 3' по интенсивности возбуждения соответствуют кривым 1, V.
	Рис. 5. Зависимость ИК тушения фотопроводимости (Aer =о оик 1 от температуры для кристалла 233.
	Рис. 1. Блок-схема спиновых стабилизаторов.
	Рис. 2. Структурная схема спинового генератора без подстройки.
	Рис. 3. Частотные характеристики коэффициента стабилизации спинового хенератора без подстройки.
	Рис. 4. Структурная схема спиновых стабилизаторов
	Рис. 5. Диаграмма границ устойчивости и критического затухания.
	Рис. 6. Частотные характеристики коэффициента стабилизации спиновых стабилизаторов.
	Рнс, 1. Усилитель и фазовый детектор ВЧ на 40 Мгц. Индуктивность дросселей: без сердечника 15 мкгн. с ферритовым сердечником 25 мкгн. Накальные цепи (на схеме не показаны) имеют развязку из проходных конденсаторов по 6,8 нф> и дросселей с ферритовым сердечником индуктивностью 1 мкгн.
	Рис. 2. Генератор коммутирующего напряжения. Диоды Ди 2 Д220; Д3_6 Д9Д; триоды Ти2 ПI6А; Г3 4 _ Пl6; Гs> 6 _ ПЮI; ПИ; ПISА; конденсаторы CQ выбраны попарно с допуском 1%.
	Рис. 3. Фазовый детектор НЧ и фильтры. Детали, отмеченные точкой, имеют допуск ±l%. Тр\ 550/2 X 900 витков, вторичные обмотки расположены симметрично; Трг 550/1100 витков; паразитные емкости уменьшены использованием полиэтиленовых прокладок; направление намотки и соединение обмоток выбраны с учетом минимизации емкостной связи.
	Рис. 4. Регенерированный резонансный фильтр НЧ на 5 кгц. Т-о 0,3 гн. 3600 витков, 0 0,35, отводы от 520-го и 1570-го витка; С0 2 X 750 пф КС-3 «М» (ТКЕ 50-10-6) + 3X510 пф КС-3 «0» (ТКЕ £= 0-10-6),
	Схема для анализа энергетических процессов в одном сердечнике с дополнительным подмагничиванием второй и третьей гармониками тока.
	Рис. 1. Схема однофазного магнитного удвоителя частоты с внутренней обратной связью.
	Нис. 2. Кривые токов, напряжений и мощностей.
	Рис. 3. Осциллограммы токов, напряжении и мощностей.
	Рис. 4. Рабочие характеристики удвоителя на базе сердечников из материала 50 НП.
	Рис. 5. Характеристики удвоителя на базе ТУМАS-11.
	Рис. 1. Сопоставление расчета глубины проникновения системы периферийных круглых струй по формуле (7) с экспериментом [s].
	Рис. 2. Сопоставление расчета глубины проникновения системы струй, расположенных горизонтально, с экспериментом [']: расчет по формуле (7); расчет по формуле (1).
	Рис. 3. Номограмма для расчета глубины проникновения однорядной системы струй, расположенных горизонтально в ряд.
	Untitled
	а кривые изотермической релаксации AUk после выключения (в момент t— 0) электрического поля ~ 105 в/см: 1 положительного, 2 отрицательного направления. 6:1 спектр действия света на ДUb\ 2 —спектральное распределение тушения фотопроводимости А///0. в спектральная зависимость фототока за краем основной полосы поглощения, г релаксация AUh под действием света с Л = 1400 нм, включенного (в момент t= 0) приблизительно через 10 минут после начала темновой релаксации.
	Рис. 1. Теплоемкость Срв'н Сро как функция температуры.
	Рис. 2. Зависимость скачка теплоемкостиДДрСр от а.
	Зависимость поляризации от отношений постоянных сверхтонкого взаимодействия; Кривые соответствуют следующим условиям: Л= 0; 2А —В\ А = 3; А = 23; o=o.
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